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【緒言】tert-ブチル基を導入したフタロシアニン（t-BuPcH2，図 1）は，可溶性を有し，熱安定性

に優れた有機半導体材料である[1]．また，結晶成長と同程度の掃引速度でバーコート製膜を施す

ことにより，t-BuPcH2 は製膜過程で分子配向し，その薄膜は偏光フィルムに匹敵する優れた光学

異方性を示す[2]．t-BuPcH2は配向薄膜中で基板に対しエッジオン配向したカラムナー構造を形成

することから，基板面内方向への優れた電気伝導が期待できる[3]．そこで本研究では，t-BuPcH2

配向薄膜の電気特性について検討した．

【実験】t-BuPcH2 の 1,4-ジオキサン飽和溶液を調製し，

バーコート法によりポリイミド被覆した熱酸化膜付きSi

基板上に t-BuPcH2 薄膜を作製した．基板温度は 60 °C，

製膜速度は 33 μm/s とした．偏光顕微鏡観察と X 線回折

測定により薄膜中の配向状態を評価し，ボトムゲート-ト

ップコンタクト型 TFT の活性層として t-BuPcH2 薄膜を

用いた場合の FET 特性について評価した． 

【結果と考察】図 2 にクロスニコル下における t-BuPcH2

薄膜の偏光顕微鏡像を示す．コーティングバーの掃引方

向が偏光子の透過軸と平行のとき完全に消光すること

から，t-BuPcH2は Si 基板上で一軸配向することがわかっ

た．チャネル方向に対し平行にバーを掃引して製膜した

TFT の伝達特性を図 3 に示す．正孔移動度は最大で 1.32

×10-4 cm2 V-1 s-1 となり，垂直に掃引して製膜した場合と

比較して約 3 倍高い移動度が得られた．t-BuPcH2は薄膜

中において，バーの掃引方向に軸を向けたカラム構造を

形成し，そのカラム軸方向のキャリア輸送が支配的であ

るためと考えられる．また，キャリア移動度に関して接

触抵抗を考慮した議論を行った．詳細は当日発表する． 
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Fig. 1 Molecular structure of t-BuPcH2. 

 
Fig. 2 Polarized micrographs of t-

BuPcH2 thin film on Si substrate 
covered with polyimide layer. 

 
Fig. 3 Transfer characteristics of TFT 

with t-BuPcH2 bar-coated layer. 
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